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系

YY系列

列 型号 描述

Y Y  S 系列

（混合碳化硅）[注 1]

3Φ全桥 15A 600V，PFC 30A 600V (100kHz 以下SYIM756C-SS )

3Φ全桥 15A 600V，PFC 30A 600V (100kHz 以下)，带温度检SYIM756C-SST 测

特征

 全绝缘单列直插型功率模块，集成三相全桥和

PFC

 采用 IMS绝缘散热基板

 采用 SIP（单列直插）半包封装结构

 三相全桥 15A 600V，PFC 30A 600V
 高电平有效，兼容 TTL/CMOS电平

 内置自举电路

 PFC采用 SiC-SBD

 独立的全桥、PFC过流保护

 内置上下桥 7通道欠压保护

 内置上下桥互锁功能

 FLT故障信号输出

 下桥 IGBT发射极独立引出

 绝缘耐压等级：2000Vrms/min

 集成温度检测功能[注 2]

器件特性 应用领

描述

YY 系列 MIPS 是集成三相全桥逆变和 PFC 的集

成化智能功率系统，可以简化电控设计，减小 PCB 

面积，简化电控组装工艺，提高电控可靠性，降低

电控的综合成本。适用于有电机驱动和单相 PFC 

功能的消费电子、小功率工业等电控应用。采用半

包封装结构设计具有良好的导热、电气绝缘性能和

安全的爬电间距。产品具有良好的 EMI 性能和过

流、欠压等保护功能。三相全桥 IGBT采用低功耗

IGBT 和 FRD，适用于 5~20kHz 载波频率。PFC 

采用 SiC-SBD，提高转化效率与系统可靠性，适用

于 100kHz以下开关频率。

域

 IGBT：三相全桥 600V 15A（TC=25℃）

 PFC IGBT：600V 30A（TC=25℃）

 逆变器

 变频器

注 1：S系列 PFC采用 SiC-SBD
注 2：带 T的型号内部集成 NTC温度检测功能

产品信息

产品型号 封装形式 打标 包装形式 包装数量

SIP35-SYIM756C-SXX C 8 PCS/TUBSYIM756C-SXX E
64PCS/INNER BOX

448PCS/CARTON BOX
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内部电路原理图

图 1 模块电路原理图

注 3：SYIM756C-SST内置 NTC热敏电阻；SYIM756C-SS没有热敏电阻。
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引脚定义

引脚序号 符号 描述

1 PFC PFC IGBT的集电极

2
/ /

3
4 VB3 驱动 IC W相高侧浮动供电电源

5 W,VS3 W相输出，驱动 IC W相高侧浮动供电地

6
/ /

7
8 VB2 驱动 IC V相高侧浮动供电电源

9 V,VS2 V相输出，驱动 IC V相高侧浮动供电地

10
/ /

11
12 VB1 驱动 IC U相高侧浮动供电电源

13 U,VS1 U相输出，驱动 IC U相高侧浮动供电地

14
/ /

15
16 VCC1 母线电压输入端

17 VCC2 母线电压输入端

18
/ /

19
20 -VCC PFC IGBT的发射极

21 W- W相下桥 IGBT发射极

22 V- V相下桥 IGBT发射极

23 U- U相下桥 IGBT发射极

24 HIN1 U相上桥驱动信号输入

25 HIN2 V相上桥驱动信号输入

26 HIN3 W相上桥驱动信号输入

27 LIN1 U相下桥驱动信号输入

28 LIN2 V相下桥驱动信号输入

29 LIN3 W相下桥驱动信号输入

30 PFCIN PFC驱动信号输入

31 FLT/EN FAULT输出和使能输入复用端，NTC输出端(IM756C-SST)
32 PFCTRIP PFC部分过流保护电压采样端

33 ITRIP 逆变部分过流保护电压采样端

34 VDD 驱动 IC供电电源

35 VSS 驱动 IC供电地
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绝对最大额定值（VDD=15V, VGE=15V, TC=25℃除非另外注明）

模块部分

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位

VISO 绝缘耐压 RMS, f=60Hz, t=1min - 2000 VRMS

TJ(HVIC/IGBT/FRD) 工作结温范围 - -40 150

°CTC 工作壳温范围 - -40 125

TSTG 贮存温度范围 - -50 150

PFC 部分

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位

IO_PFC PFC均方根电流 TJ≤150°C - 30
A

IPK_PFC PFC最大峰值电流 TJ≤150°C, tPulse≤1ms - 60

PD_PFC PFC IGBT最大损耗功率 TC=25°C - 41 W

逆变部分

符号 参数名称 条件 最小值 最大值 单位

VCES / VRRM IGBT/FRD耐压 IC=250µA - 600

VVCC(Surge) 直流母线电压（浪涌） - - 500

VCC 直流母线电压（直流） - - 450

IO 均方根相电流 TJ≤150°C - 15
A

IPK 最大峰值相电流 TJ≤150°C, tPulse≤1ms - 30

PD 逆变 IGBT最大损耗功率 TC=25°C - 25.5 W

控制部分

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位

VDD 栅驱动 IC供电电压 - -0.3 20

V

VBS
上桥浮动供电电压（VB相

较 VS）
- -1 20

VIN
LIN、HIN、PFCIN、FLT/EN
输入电压

- -0.5 VDD+0.5

VFLT/EN FLT/EN电压 - -0.5 VDD+0.5

VITRIP ITRIP输入电压 - -0.5 5

VPFCTRIP PFCTRIP输入电压 - -2 5
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热特性

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位

RTH(J-C)INVG 逆变 IGBT结-壳热阻 - - 3.7

°C/W
RTH(J-C)INVD 逆变 FRD结-壳热阻 - - 6.1

RTH(J-C)PFCG PFC IGBT结-壳热阻 - - 2.3

RTH(J-C)PFCD PFC SBD结-壳热阻 - - 2.5

建议使用条件

输入/输出逻辑时序如图 2所示。功率模块应工作在建议的条件范围内，所列的电压均以 COM端为参考。

符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位

VCC 直流母线电压 - 300 400

V
VBS 上桥浮动供电电压(VB相较 VS) 12.5 15 17.5

VDD 驱动电源电压 13.5 15 18

VIN LIN、HIN、PFCIN、ITRIP、FLT/EN输入电压 0 - 5

fP_INV 逆变部分最大 PWM载波频率 - - 20
kHz

fP_PFC PFC部分最大载波频率 - - 100

DT HIN与 LIN间设置死区时间 2 - -

μsPWIN(ON)

最小输入脉冲宽度
0.5 - -

PWIN(OFF) 0.5 - -

T 安装螺丝扭力（M3螺丝） - - 0.80 N·m

FLT/EN ITRIP HIN1,2,3 LIN1,2,3 U,V,W

1 0 1 0 VCC

1 0 0 1 0

1 0 0 0 OFF

1 0 1 1 OFF

1 1 X X OFF

0 X X X OFF

图 2 输入-输出逻辑表
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图 3 TC测试点

电性能参数

静态参数（VDD=15V, VGE=15V, TC=25℃除非另外注明）

PFC部分

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VCE(sat) 集电极-发射极间饱和压降 IC=30A - 1.65 2.0 V

ICES 漏电流

TJ=25°C
VIN=0V,
PFC=600V

- - 0.1
mA

TJ=125°C
VIN=0V,
PFC=600V,

- - 1.0

VFM1 碳化硅 D1正向压降 IF=20A - 1.60 2.0 V

IFSM 碳化硅 D1正向浪涌电流 tp=10ms,正弦波 - 150 - A

QC 碳化硅 D1总电容电荷 VR=400V - 50 - nC

C 碳化硅 D1总电容 f=1MHz,VR=0V - 1100 - pF

VFM2 二极管 D2正向压降 IF=2A - 0.8 1.1 V

逆变部分

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VCE(sat) 集电极-发射极间饱和压降 IC=15A - 1.7 2.1 V

ICES 漏电流

TJ=25°C
VIN=0V,
VCC=600V

- - 0.1
mA

TJ=125°C
VIN=0V,
VCC=600V

- - 1.0

VFM 二极管正向压降 IF=15A - 1.6 2.2 V
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控制部分

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VIN,TH+
LIN、HIN、PFCIN、FLT/EN输入上

升阈值电压
- 2.9 - -

V

VIN,TH-
LIN、HIN、PFCIN、FLT/EN输入下

降阈值电压
- - - 1.0

VBSUV+ VBS供电欠压复位阈值 - 10.2 11.1 12.5

VBSUV- VBS供电欠压触发阈值 - 10 10.9 12.3

VDDUV+ VDD供电欠压复位阈值 - 10.2 11.1 12.5

VDDUV- VDD供电欠压触发阈值 - 10 10.9 12.3

VITRIP ITRIP阈值电压 - 0.45 0.50 0.55

VPFCTRIP PFCTRIP阈值电压 - -0.25 -0.31 -0.37

IQBS VBS静态供电电流 - - - 30 μA

IQDD VDD静态供电电流 - - - 10 mA

IIN+ LIN、HIN、PFCIN电流 VIN=3.3V - 700 -

μA

IIN- LIN、HIN、PFCIN电流 VIN=0V - 0 1

IITRIP+ ITRIP电流 VITRIP=0.45V - 2 -

IITRIP- ITRIP零电压电流 VITRIP=0V - 0 1

IPFCTRIP+ PFCTRIP电流 VPFCTRIP=250mV - -17 -

IPFCTRIP- PFCTRIP电流 VPFCTRIP=0V - -13 -

RFLT Fault低电平通态电阻 - - 50 100 Ω

VF(BSD) 内置自举二极管正向压降 I=1mA - 1 1.5 V

动态参数（VDD=15V, VGE=15V, TC=25℃除非另外注明）

PFC部分

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

tON 开通时间
IC=30A,
VCC=350V,
H=400μH, VIN=0V
or VIN=5.0V

- 0.60 -
μs

tOFF 关断时间 - 0.75 -

SYIM756C 
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逆变部分

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

tON 开通时间
IC=15A,
VCC=350V,
H=400μH, VIN=0V
or VIN=5.0V

- 0.84 -
μs

tOFF 关断时间 - 1.42 -

控制部分

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

tFLT FLT触发时间(图 13) - - 0.7 - μs

tFLT_CLR FLT恢复时间(图 13) - 1.1 1.7 2.5 ms

tITRIP ITRIP保护延迟(图 13) - - 1.2 -
μs

tPFCTRIP PFCTRIP保护延迟 - - 1.1 -

NTC 特性(仅限 IM756C-SST)

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

R25 25°C阻值 TC=25°C 99 100 101
kΩ

R100 100°C阻值 TC=100°C 5.18 5.38 5.60

B B常数(25°C~50°C) R2=R1e[B(1/T2-1/T1)] 4208 4250 4293 K

TEMP 温度范围 - -40 - 125 °C

SYIM756C 
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图 4 NTC温度-电阻曲线
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图 5 NTC温度-电压曲线

结构与材料特性

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

T 安装螺丝扭力 M3螺丝 - - 0.8 N·m

CTI 相对漏电起痕指数 - 600 - - V

BKCurve 模块背面翘曲 只允许凸面 0 - 100 μm

图 6 背面翘曲测试点
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a. 开通时间 b. 关断时间 c. FRD反向恢复时间

图 7 开关时间定义

fP=10kHz,逆变部分额定输出电流 IO与 TC的关系：

图 8 连续工作最大电流（逆变部分）

SYIM756C 
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fP_PFC=40kHz, PFC IGBT电流 IC_PFC与 Tc的关系：

图 9 PFC部分连续工作最大电流

fP_PFC=60kHz, PFC IGBT电流 IC_PFC与 Tc的关系：

图 10 PFC部分连续工作最大电流

SYIM756C 
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fP_PFC=80kHz, PFC IGBT电流 IC_PFC与 Tc的关系：

图 11 PFC部分连续工作最大电流

图 12 ITRIP逻辑示意图

SYIM756C 
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图 13 ITRIP、FLT逻辑示意图

图 14 EN逻辑示意图

注 4：阴影区域表示上下桥均处于关断状态，此时半桥输出电压由负载电流方向决定。

SYIM756C 
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参考应用电路

图 15 应用电路图

1. 输入控制电路

 输入信号高电平有效。HVIC内部有一个 4.7kΩ下拉电阻，用于将每个输入信号下拉到信号地。

 为了防止输入信号振荡，建议在输入端增加 RC滤波电路。RS·CPS时间常数应选择在 50~150ns
范围内（建议 RS=100Ω，CPS=1nF）。

 电容器应靠近 MIPS端子放置（尤其是 COM端子）。

2. ITRIP电路

 为防止保护电路误动作，建议 RC滤波电器中的 R1、C4选用高精度误差、温度补偿特性好的电阻电

容。

 电容器 C4必须靠近 ITRIP和 COM端子放置。

 在短路保护电路中，R1C4的时间常数应在 1.5μs～2μs内选择。过流保护的延时时间可能随 PCB 布

局布线方式的不同而变化，因此有必要对实际系统进行足够的评估。

 为避免误动作，A、B、C的布线应尽可能短。

 ITRIP输入信号的 RC滤波电路，R与采用电阻的连接点 D，应尽可能靠近采样电阻的端子。

3. PFCTRIP电路

 为防止保护电路误动作，建议 RC滤波电路中的 R2、C5选用高精度、温度系数低型电阻电容。

 电容器必须靠近 PFCTRIP和 COM管脚放置。

 在短路保护电路中，R2C5的时间常数应在 1.5μs～3μs内选择。过流保护的延时时间可能随 PCB布

局布线方式的不同而变化，因此有必要对实际系统进行足够的评估。

 为了防止电路误动作，可以把 PFC_TRIP通过 10KΩ电阻上拉到 MCU电源 3.3V~5V或通过 0Ω电阻

下拉到地。

SYIM756C 
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4. FLT/EN
 FLT/EN输出为漏极开路型。需要用上拉电阻拉到 MCU的电源电压，上拉电阻不宜选择过小，应使

IFault电流低于 2毫安。

5. FLT/EN/VTH电路（IM756C-SST）
 FLT/EN输出为漏极开路型。需要用上拉电阻拉到 MCU的电源电压，上拉电阻不宜选择过小，应使

IFault电流低于 2毫安。

 应通过适当的电阻将该端子上拉至 5V/3.3V的偏置电压，以确定适用于温度监测的电压。

 建议 RC滤波器靠近控制器 MCU放置。

6. VB-VS电路

 用于高压侧浮动电源电压的电容器应放置在靠近 VB和 VS端子的位置。

 强烈建议使用额外的高频电容器，通常为 0.1µF。
 应采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器来保护集成电路免受每对控制电源端子之间的浪涌破坏（推荐的

齐纳二极管为 22 V/1 W，其齐纳阻抗特性低于约 15Ω）。

 在 FLT期间，应停止 PWM信号输入以确保各桥臂处于关断状态。必须在保护信号清除之后，才能恢

复工作。

7. 缓冲电容器

 为防止浪涌的破坏，应尽可能缩短滤波电容和 P、GND引脚之间的接线。建议在 P和 GND引脚之间

使用 0.1~1µF左右的高频无感电容器。

8. 电流采样电阻

 强烈建议使用 SMD型电流采样电阻，以减小其内部杂散电感。

 当采用单电阻采样时，NU、NV、NW的连接点应与 NU、NV、NW端子尽量靠近，NU、NV、NW

端子到采样电阻端布线尽可能短。

9. 地线布线方式

 如果信号地与功率接地不分开布线，则可能因功率地波动而引起逻辑电路误动作。

 信号地与功率地分开布线，在靠近采样电阻端子附近单点接地，即信号地和功率地相交于一点 N1。

10. 噪声

 如果高频噪声叠加到控制电源线上，HVIC可能发生误动作，导致 MIPS错误运行。

 为避免这种问题，控制电源纹波电压应满足 dV/dt≤+/-1V/μs，Vripple≤2Vp-p。

SYIM756C 
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封装外形

图 16 封装尺寸图

单位：mm
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